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背景

• 60GHz帯に最大で9GHz幅の非常に広い帯域が、
免許なしで使用することができる。

• 60GHz帯を用いるとGbps単位の短距離高速無線
通信の実現が可能である。

• 高周波では、寄生素子の影響が顕著である。

60GHz受信機のアーキテクチャ
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本研究の目的と内容

• 寄生相互インダクタンスの結合係数とイ
ンダクタ間の距離の関係を検討する。

• ミリ波用LNA における寄生相互インダク
タンスの影響をシミュレーションにより求
める。
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シミュレーションの条件

二つのインダクタンスの距離，
外径と線幅を変更して、
HFSSでシミュレーションした。

Ｄ

Ｄia

W Ｄｉａ：外径

Ｄ：距離

W：線幅
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結合係数の計算方法

1 2

12

HFSSでシミュレーション
Ｓパラメータ → Ｙパラメータ

π型等価回路

Ｌ１，Ｌ２，Ｍ１２
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シミュレーションの結果
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Ｗ：インダクタの線幅

Ｄｉａ：インダクタの外径
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0.005＜k＜0.05

k

寄生相互インダクタンスの結合係
数とインダクタ間の距離の関係。

90 nm CMOS プロセス
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ミリ波用LNA における寄生相互インダクタンスの影響

LNAの回路図

LgとLs：入力マッチング
Lse：中間ノードのインピーダンス補償用
Ld：負荷
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インダクタンスの影響のシミュレーションの結果
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k = -0.05 k = 0.05

LgとLd、 LｓとLdの間の相互インダクタン

スが負であることによってＳ１１は劣化。
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インダクタンスの影響のシミュレーションの結果
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ミリ波用LNA における寄生相互インダクタンスの影響
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LgとLs：入力マッチング
Lse：中間ノードのインピーダンス補償用
Ld：負荷
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反射特性（S11）

kLgLd=0.05

kLsLd=0.05

ほかには-0.05
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利得（ S21）

1ｄＢ

kLgLd=0.05

kLsLd=0.05

ほかには-0.05

利得が１ｄB上がる
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まとめ

• インダクタンスを用いたミリ波用LNAに
ついて、寄生相互インダクタンスの影響
を検討した。

• 寄生相互インダクタンスにより、入力マッ
チングと利得が劣化することがある。

• 相互インダクタをうまく利用することで、
性能を改善できる場合があることを示し
た。
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